
・使用基板
p-type Siウェハ 2インチ
1015/cm3

・i層形成
ドーピング濃度：1015/cm3

・ n層形成
ドーピング濃度：1017/cm3

深さ：50nm

・ドライエッチング

・ゲート酸化膜SiO2形成
膜厚：20nm

・ゲート電極 poly-Si 形成

・アノード・カソード Al 形成

・poly-Si層エッチング

・くし型部酸化膜エッチング

Fig. 1 Fabrication process of the field effect 
micro-wall solar cell. 
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１．概要（Summary） 

発電層の周囲に MIS (Metal-Insulator-Semiconductor)

ダイオードを設置し，電圧印加により励起キャリヤの再結

合を抑止する電界効果型マイクロウォール太陽電池を提

案する[1, 2]。 シミュレーションにより、キャリヤ再結合の

抑制によって光電変換効率の上昇が確認されている。 

 今回、実際に太陽電池を作製するために、イオン注入

のシミュレーションを行い、その結果を元にＳｉ基板への注

入を実施した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

Fig. 1 に電界効果型マイクロウォール太陽電池の作製

プロセスを示す。イオン注入のシミュレーションを行い、実

際にＳｉ基板へのイオン注入を実施した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 p-type Si ウエハ(2 インチ、1×1015 /cm3)に i層(１um)及

び n 層（50nm）を形成するための条件として、シミュレーシ

ョンから以下の結果を得た。 

① i層形成 イオン: P、ドーズ量 : 2×1011 cm-2、エネル

ギー : 160 keV 

② n 層形成 イオン: As、ドーズ量 : 6×1014 cm-2、エネ

ルギー : 8.5 keV 

上記条件を用いて実際にイオン注入を実施し、縦型

の i層 n層接合を形成した。今後引き続き図 1のプロ

セスを進め、太陽電池の形成を行う。 
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